
80 

Литература 

1. Защита информации. Основные термины и определения. СТБ ГОСТ Р 50922-2000: 

Введ. 22.05.2000 – Минск: Государственное проектное и научно-исследовательское 

предприятие «Гипросвязь», 2000. – 6 с. 

2. Минкин В.А. Виброизображение. – СПб.: РЕНОМЕ, 2007 – 108 с 

ТОНКОПЛЕНОЧНЫЕ ПОЛУПРОВОДНИКИ Cu2ZnSnS4(CZTS) И SnSx 

ДЛЯ ФОТОВОЛЬТАИКИ И LiFi СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

Е.А. Уткина, М.В. Меледина, А.А. Ходин 

Новый класс токопленочных халькогенидных солупроводников Cu2ZnSnS4(CZTS) 

и SnSx интенсивно исследуется в последнее время благодаря низкой стоимости и безопасности 

их исходных компонентов Cu, Zn, Sn, S, высокому коэффициенту поглощения излучения  

~104 см-1, а также достаточно простым технологиям получения тонких пленок и гетероструктур 

на их основе для создания фотовольтаических приборов [1]. Данные материалы обладают 

широким спектральным диапазоном фотоэлектрической чувствительности благодаря 

возможности варьирования ширины запрещенной зоны (~ 1,4–2,2 эВ) путем контроля 

стехиометрии и микроморфологии полупроводника.  

Наряду с применением CZTS и SnSx в фотовольтаике [2], в последнее время актуальны 

приложения тонкопленочных полупроводниковых широкодиапазонных фотоприемников в LiFi 

технологиях беспроводной передачи данных поколения 5G c использованием излучения 

светодиодных источников [3]. В сравнении с известными к настоящему времени LiFi 

фотоприемниками на основе перовскитных полупроводников [4], тонкопленочные CZTS и SnSx 

выгодно отличаются стабильностью фотоэлектрических характеристик и простотой 

изготовления. 

В данной работе сообщается о результатах разработки и исследования 

модифицированного процесса послойного химического осаждения (SILAR метод) 

для получения тонких пленок полупроводников SnSx, CZTS. Для осаждения слоев SnSx 

использовали последовательное окунание в растворы Na2S и SnCl2 + NaCl + триэтаноламин, 

а для осаждения слоев CZTS последовательное погружение в растворы CuSO4 + ZnSO4, SnCl2 

и Na2S с промежуточным промыванием в дистиллированной воде. Приведены результаты 

исследования оптических и микроморфологических характеристик полученных тонких пленок, 

а также анализ требований к фотоприемникам на их основе для применения в LiFi системах 

передачи данных. 
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